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(57) Изобретение относится к обработке
кристаллов, конкретно селенида цинка, и
позволяет уменьшить их коэффициент опти-
ческого поглощения в инфракрасной обла-
сти. Из кристалла селенида цинка резкой,
шлифовкой и полировкой получают оптиче-
ский элемент. Элемент подвергают термо-
обработке в атмосфере насыщенного пара
теллура при 1000-1050°С в течение 40-44 ч.
Достигают уменьшения коэффициента оп-
тического поглощения подлине волны 10,6
мкмдоЗ,5 • КГ3 см"1. 1 табл.

Изобретение относится к получению
материалов, применяемых в электронном
приборостроении, лазерной силовой оптике
и технике, в лазерной спектроскопии, и мо-
жет быть использовано, например, при раз-
работке мощных СО2~лаэеров, оптических
затворов и модуляторов.

Целью изобретения является уменьше-
ние коэффициента оптического поглощения
в инфракрасной области.

П р и м е р і. Из кристалла селенида
цинка, получением о выращиванием из рас-
плава под давлением аргона, вырезают ди-
ски диаметром 25 мм и толщиной 6 мм.
Проводят их шлифовку и полировку. Получа-
ют оптические элементы диаметром 25 мм и
толщиной 5 мм с оптически полированными
рабочими поверхностями. Затем оптиче-
ские элементы помещают в кварцевую ам-
пулу объемом 150 см , в которую добавляют
навеску теллура, достаточную для получе-
ния насыщенного пара. Ампулу с оптически-
ми элементами _и навеской теллура
вакуумируют до 10 J мм pi .ст. и помещают в

электропечь сопротивления. Температуру в
печи доводят до 1000°С, выдерживают при
этой температуре 40 ч, затем печь выключа-
ют. После остывания печи до комнатной
температуры ампулу вынимают, разбивают
ее, извлекают оптические элементы и изме-
ряют их коэффициенты поглощения, кото-
рые оказываются равными 3 - 10" см" .

П р и м є р 2. Процесс проводят, как в
примере 1 • но изменяют температуру и дли-
тельность термообработки. Полученные
данные по коэффициентам поглощения эле-
ментов приведены в таблице.

Таким образом, из примеров видно, что
способ по изобретению позволяет по срав-
нению с прототипом уменьшить коэффици-
ент оптического поглощения оптических
элементов из кристаллов селенидз ixmwa на
1-2 порядка. Способ обеспечивает достиже-
ние высокой оптической однородности со-
става материала, что обусловливается
увеличение его лучевой прочности,

с



1526303

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ термообработки оптических
элементов из сепенида цинка, включающий

й с я тем, что, с целью уменьшения коэффи-
циента оптического поглощения в инфрак-
расной области, термообработку проводят в
атмосфере насыщенного пара теллура при

выдержку при их нагреве, о т л и ч а ю щ и - 5 нагреве до 1000-1050 С в течение 40-44 ч.
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